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１．概要（Summary ） 

薄型メンブレン構造を持つ MEMS デバイスが形成

された SOIウェハに対して、MEMS構造体を破損す

ることなく小型にチップ化することを目的とする。 

 

２．実験（Experimental） 

薄型メンブレンは SOI 基板で実現することを想定

しているため、レーザダイシングするストリート部分

は SiO2/Siで構成されている(Fig. 1)。この構成でチッ

プ化可能であるかを評価する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 1 Schematic cross-section view of device.   

 

使用設備： 

(B18)レーザダイシング装置/Mahoh Dicer ML200 

(B20)真空マウンター/VTL-201 

(B21)紫外線照射装置/LED-4082 

(B22)エキスパンド装置/TEX-21BG GR-5対応 

 

サンプル加工： 

MEMS 構造形成済みのφ100 mm ウェハ（厚さ：

約 300 mt）を上記設備で約 1.5mm□にチップ化す

る。 

※加工条件は京都大学ナノハブ様推奨条件 

 

３．結果と考察（Results and Discussion） 

 Fig. 2 に SiO2/Si ストリートのステルス加工（レー

ザダイシング）結果を示す。カット不良で素子分離で

きてない領域は 10%以上であり、SOI基板をステルス

加工する際は SiO2層がない支持層 Si のみの構造にし

た方が良いことを再確認した。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 2  Stealth-dicing result of SiO2/Si street.  

 

４．その他・特記事項（Others） 

特に無し。 

 

５．論文・学会発表（Publication/Presentation） 

無し。 

 

６．関連特許（Patent） 

無し。 

 

カット不良部＞10 % 


